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PROFESSORAT

Professorat responsable: Consultar aqui / See here:

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Altres: Consultar aqui / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess

orat-assignat-idioma

CAPACITATS PREVIES

El transistor MOS - Estructura fisica i Modelat (equacions DC). Portes digitals CMOS. Concepte de punt de treball i resposta al petit
senyal. Model de petit senyal. Analisi DC i dinamic de circuits basics. Analisi de circuits en el domini transformat de Laplace.

COMPETENCIES DE LA TITULACIO A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Especifiques:

CE22. Capacitat per a seleccionar circuits i dispositiu electronics per a la transmissié, I'encaminament o enrutament i els terminals,
tant en entorn fixs com mobils. (Modul de tecnologia especifica - Sistemes Electronics).

CE27. Capacitat per a dissenyar dispositius d'interficie, captura de dades i emmagatzament, i terminals per serveis i sistemes de
telecomunicacié. (Modul de tecnologia especifica- Sistemes electronics).

Genériques:
CG4. Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i de comunicacié i transmetre coneixements,
habilitats i destresa, comprenent la responsabilitat etica i professional de I'activitat de I'enginyet técnic de telecomunicacio.

Transversals:

CT7. TERCERA LLENGUA: Conéixer una tercera llengua, preferentment I'anglés, amb un nivell adequat oral i escrit, i en consonancia
amb les necessitats que obtindran els titulats i titulades.

CT4. TREBALL EN EQUIP: ser capag de treballar com a membre d'un equip interdiscplinar, ja sigui com un membre més o realitzant
tasques de direccié, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabillitat, assumint
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Basiques:
CB4. Que els estudiants poguin transmetre informacié, idees, problemes i solucions a un public tant esepecialitzat com no
especialitzat.
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METODOLOGIES DOCENTS

- Classes expositives

- Classes practiques de laboratori

- Treball individual (no presencial)

- Treball en grup (no presencial)

- Exercisis

- Proves de resposta llarga (Examen Parcial)
- Proves de resposta llarga (Examen Final)

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu principal de I'assignatura és proporcionar coneixements i capacitats fonamentals relacionades amb el disseny de circuits
integrats en tecnologies microelectroniques CMOS. Partint de I'analisi i disseny d’etapes circuitals basiques tant digitals (portes
basiques) com analogiques (amplificadores), I'estudiant s’endinsara en el disseny fisic d’aquests circuits en tecnologies integrades
CMOS (layout), i coneixera els processos de verificacio fisica i funcional dels circuits dissenyats, que s’han de completar abans de ser
fabricats. L’estudiant comprendra els aspectes fisics que afecten les prestacions dels circuits (capacitats parasites, variabilitat de
procés, soroll), coneixera diverses no-idealitats, i finalment s’introduira en les particularitats del disseny microelectronic per circuits de
radiofreqtiencia.

HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores grup gran 39,0 26.00
Hores aprenentatge autonom 85,0 56.67
Hores grup petit 26,0 17.33

Dedicacio total: 150 h

CONTINGUTS

Tecnologies micro- i nano-electroniques de circuits integrats

Descripcio:
Conceptes generals sobre I’'evolucié de la microelectronica i caracteristiques de les tecnologies actuals.
Tecnologia microelectronica, fabricacié de circuits integrats.

Dedicacioé: 4h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autonom: 2h

Layout d’un circuit integrat CMOS

Descripcio:
Procés pas a pas de disseny des del circuit electric (esquema) fins a la descripci6 fisica (layout) i verificacid. Utilitzacié d'eines
CAD de disseny de xips (Cadence Virtuoso IC design).

Activitats vinculades:
Practiques de laboratori

Dedicacio: 5h

Grup gran/Teoria: 1h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autonom: 2h
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Transistor MOS. Analisi DC de circuits (gran senyal)

Descripcio:

Recordatori: Comportament i equacions basiques del transistor MOS.

Analisi DC de circuits basics. Polaritzacié per tensié o per corrent.

Activitats vinculades:
Practiques de laboratori

Dedicacio: 17h

Grup gran/Teoria: 3h

Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autonom: 10h

Comportament dinamic de portes CMOS

Descripcio:
Recordatori: Capacitats del transistor MOS.

Velocitat de portes digitals CMOS. Estimacié del temps de propagacié.

Consum de poténcia en portes digitals CMOS (estatica i dinamica).
Disseny de buffers.

Activitats vinculades:
Practiques de laboratori

Dedicacio: 34h

Grup gran/Teoria: 9h

Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autonom: 19h

Etapes analogiques basiques CMOS

Descripcio:

Recordatori: Model en petit senyal del MOS.
Amplificador sortidor comU amb carrega resistiva.
Fonts de corrent, miralls de corrent.

Carregues actives.

Etapa drenador comu (seguidor de sortidor)
Resposta en freqltiencia d'amplificadors

Etapa porta comu. Estructura cascode.

Activitats vinculades:
Practiques de laboratori

Dedicacio: 32h

Grup gran/Teoria: Sh

Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autonom: 19h
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Etapes diferencials

Descripcio:

Definicions basiques. Parell diferencial.

Parell diferencial amb carrega resistiva (fully-differential).
Parell diferencial amb carrega mirall de corrent (single-ended).

Activitats vinculades:
Practiques de laboratori.

Dedicacio: 14h

Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autonom: 7h

Degradacio de la qualitat del senyal deguda a soroll i a no-linealitats

Descripcio:
Soroll
No-linealitat

Dedicacié: 19h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autonom: 13h

Circuits amplificadors per alta freqiiéncia (RF)

Descripcio:
Introduccié als capgals per radiocomunicacions.
Amplificadors de baix soroll en capgals receptors. Amplificadors sintonitzats de banda estreta.

Activitats vinculades:
Practiques de laboratori.

Dedicacié: 25h

Grup gran/Teoria: 6h

Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autonom: 13h

SISTEMA DE QUALIFICACIO

Practiques de Laboratori (LAB): 40%

Avaluacié Continuada (AC): 20%

Examen Final (EX): 40%

La nota final (NF) és la major de les dues quantitats: NF = 0,4*LAB + 0,2*AC + 0,4*EX, o bé NF = 0,4*LAB + 0,6*EX

BIBLIOGRAFIA

Basica:

- Weste, Neil H.E; Harris, David Money. CMOS VLSI design : a circuits and systems perspective. 4th ed. Boston: Addison Wesley, cop.
2011. ISBN 9780321547743.

- Razavi, B. Fundamentals of microelectronics. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008. ISBN 9780471478461.

Complementaria:
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- Carusone, T.C.; Johns, D.A.; Martin, K.W. Analog integrated circuit design. Int. stud. version. New York: John Wiley, 2013. ISBN
9781118092330.

RECURSOS

Altres recursos:
Course slides, exercises, and tutorials available through the Atenea virtual campus.
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